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【はじめに】  

SiC 上エピタキシャルグラフェンは次世代の電子デバイス材料として期待されているが, バン

ドギャップの形成やキャリア移動度の向上などが重要な課題となっている[1]. グラフェン／SiC

界面のインターカレーションによって, グラフェンの電子物性が変調することが報告されており, 

例えば, 水素インターカレーションによってグラフェンは疑似自立化(QFSG)し, 高い移動度を示

す[2]. Si によるインターカレーションに関する報告もされているが[3], 界面構造と電子状態相関

は議論されていない. 

 

【研究概要】  

[1-100]方向に 4 度オフした 6H-SiC(0001)基板を高温水素

ガスで処理し, 周期ナノ表面[4]を形成させた後, 超高真空

中で表面熱分解によりバッファー層（(6√3×6√3)R30°構造）

を成長させた. その後, 固体 Si の抵抗加熱によってサンプ

ルに Siビームを照射し, その場にて RHEED, LEED, XPSお

よび ARPES測定を行った. 

図 1に Si照射 120分後の(a)LEED像, (b)ARPES測定結果

を示す. LEED像では 6√3回折点が消失し, グラフェンへと

構造転移したことがわかる. また, (3×3)および(5×5)構造

が観察された. K 点のグラフェンのエネルギー分散は直線

的で, ディラック点が QFSG に比べ低エネルギー側に

シフトしている. これは Si 界面層によって電子ドープ

された結果であると考えられる. この現象は, グラフ

ェン／3×3／SiC 構造の第一原理計算において確認さ

れた(図 1(c))が, (5×5)構造の効果は取り入れていない. 

当日は Si供給量依存性, XPS, ラマン分光測定の結果も

合わせ議論する. 
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図 1. Si 照射 120分後の(a)LEED, 

(b)ARPESおよび(c)グラフェン／

3×3／SiC構造の理論計算結果 
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